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Las tecnologías fotovoltaicas lideran la investigación para sustituir combustibles fósiles. La
impresión 3D, aunque revolucionaria, aún enfrenta limitaciones en aplicaciones con propiedades
superficiales funcionales. La impresión 3D ha iniciado una revolución en diversos procesos de
manufactura; no obstante, todavía enfrenta limitaciones, particularmente en aplicaciones que
requieren propiedades funcionales en su superficie. En aplicaciones fotovoltaicas, como la división
de agua y la oxidación fotoelectroquímica, los electrodos impresos suelen mostrar una actividad
limitada debido a su relativa inertitud. Para solucionar esto, se han explorado técnicas como
electrodepósito, anodización y depósito de capas atómicas (ALD), en especial el depósito por ALD
asistido con plasma (P-ALD), que ofrece precisión y buena adhesión sin afectar estructuras 3D.
Además, la fabricación de compósitos de grafeno y semiconductores, mediante enlaces en
superficies, puede mejorar la actividad fotocatalítica. Es ampliamente reconocido que el método in
situ, mediante el cual los nanocristales se forman y desarrollan en las superficies de los materiales
de grafeno, genera una distribución homogénea de semiconductores en las láminas bidimensionales
del grafeno. Asimismo, los grupos funcionales presentes en el grafeno funcionalizado pueden ser
utilizados para controlar la cristalinidad, el tamaño y la morfología de los cristales de semiconductor
en crecimiento. En este estudio, se logró aumentar la eficiencia de ZnO/grafeno, usando P-ALD para
depositar ZnO sobre electrodos en 3D impresos recubiertos con una tinta conductora de grafeno.
Esta incorporación mejoró la conductividad y, ajustando la temperatura de depósito del ZnO, se
optimiza la actividad fotoeléctrica. Los electrodos muestran actividad bajo irradiación UV-visible,
indicando potencial como fotoelectrodo. La combinación de P-ALD, impresión 3D y grafeno
funcionalizado permite fabricar electrodos fotoactivos directamente, facilitando prototipos rápidos y
nuevas aplicaciones en energía, bioingeniería y electrónica.
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